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Inventia se referd la tehnologia de producere a materialelor nanostructurate, in special la procedee de obtinere a
nanostructurilor prin tratament electrochimic, care pot fi folosite 1n microelectronica, optoelectronica si
nanoelectronica.

Procedeul, conform inventiei, constd in fabricarea nanofirelor de GaAs sau InP prin metoda anodizarii suportului
semiconductor de nGaAs sau nInP in electrolit, dupd care suportul cu nanofirele fabricate se supune tratamentului
termic la temperatura de 900°C, timp de 60 min, in atmosferd inerta de flux de Ar cu un continut de oxigen de 3%,
pana la obtinerea pe suportul de GaAs sau InP a nanofirelor de Ga,O3 sau In;Os3, corespunzator.
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